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Applications potentielles des microaccumulateurs
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eSécurisation de puces pour les cartes a puces, ﬁ?ﬁ/ﬂ@ﬁ@ﬁf nnn
microaccumulateur déposeé directement sur la puce. .

P P Capteurs, AS|Cs Optigue

«Capteur autonome composé d’un capteur, d’'un microcircuit, R0l MIcro-gracessors b
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d’'une mémoire et d’un microaccumulateur. On peut y ajouter un EMIBIIE R\ e e
module de transmission/recharge RF. ponctielle
*Bistable pouvant donner lieu au développement de mémoires. A 010 S00Tes e
Dans ce cas les microaccumulateurs seront de tres faible MEMS milcroaceurnulatay ¢ PAC
capacité et de tres faible encombrement. f&{x &é&%ﬁé&{g& Photoveltaigue
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Principe de base Caractéristiques

Caractéristigue Valeur Maximum / objectif réaliste
commentaire nominale
capacité 200 pAh/cm® | 700 pAh/cm? / 1 mAh/cm?
Courant max 1 mA/cm* [ 3 mAlcm®
A tension Entre 1.8 Ajustable en changeant de
DeCharge et 2.6 Volt couple électrochimique entre 0
Electrolyte Electrode > 0 et 5 volts
Autodécharge Aucune
) ~ autodécharge
Reseau Hote <RH> _ Surface utile 25 mm- a 10 mm® & 1000 mm*
composé d’insertion du Li 400 mm’
Température haute | 60°C 100°C/250°C
de fonctionnement
Température basse | -20°C -40°C/-60°C
de fonctionnement
Nombre de cycles Plusieurs Plusieurs dizaines de milliers
milliers
Substrat — Nature Verre, Prototypes 25 mm“« above
(isolant) Silicium, IC » réalisés.
céramique,
Polymere
Substrat - Epaisseur | 75um 50 um
Epaisseur active Environ 10 um | Travaux sur connexion serie,
paralléle, empilements, cathode
epaisse.
Epaisseur <10um
Encapsulation
couches minces

Etat de |I'art - Réalisation

ﬂ/l Icroaccumulateurs deposes sur ASIN

4x8 mm hors tout

Electrode < 0 3-5 Evaporation
Lj thermigue
Electrolyte 1-2 Pulvérisation
magnétron RF
N - Electrode > 0 1-4 Pulvérisation
i ectrode pos : 4
N B magnétron
w0 T réactive RF, DC
~ Collecteur 0,2 Pulvérisation
Ti, Cr, Pt... magnétron DC
Surface du systtme  Substrat souple,

3 alimenter Verre, céramique...
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